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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Взаимодействия электронов с веществом. Область взаимодействия электронов: 
влияние атомного номера, зависимость от энергии пучка, зависимость от угла 
наклона. Длина пробега электронов.  
2. Отраженные электроны: влияние атомного номера, зависимость от энергии пучка, 
зависимость от угла наклона, угловое распределение, распределение по энергиям, 
пространственное распределение, глубина выхода.  
3. Вторичные электроны: влияние параметров пучка и образца.  
4. Рентгеновское излучение. Непрерывное рентгеновское излучение. 
Характеристическое рентгеновское излучение.  
5. Оже-электроны и катодолюминесценция. 
6. Термоэлектронная и автоэлектронная эмиссия.  
7. Устройство сканирующего электронного микроскопа.  
8. Электромагнитные линзы. Хроматические аберрации. Сферические аберрации. 
Астигматизм.  
9. Механизмы и природа формирования контрастов в СЭМ. Интерпретация 
изображений.  
10. Изображения в СЭМ. Влияние ускоряющего напряжения. Влияние размера 
апертуры. Влияние рабочего расстояния. Влияние наклона образца.  
11. Детекторы сигналов в СЭМ. Характеристики и их влияние на формирование 
изображений.  
12. Традиционная сканирующая электронная микроскопия.  
13. Низковакуумная сканирующая электронная микроскопия.  
14. Сканирующая электронная микроскопия в режиме естественной среды.  
15. Сканирующая электронная микроскопия в режиме наведённого тока.  
16. Высоковакуумная сканирующая электронная микроскопия.  
17. Оже-электронная спектроскопия.  
18. Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия. 
19. Рентгеновский микроанализ.  
20. Спектрометрия с волновой дисперсией.  
21. Спектрометрия с энергетической дисперсией.  
22. Дифракция обратно рассеянных электронов, формирование картины дифракции.  
23. Анализ дифракционных картин обратно рассеянных электронов.  
24. Сфокусированный ионный пучок и его функции.  
25. Инжекторы.  
26. Манипуляторы высокой точности позиционирования.  
27. Послойное травление для реконструкции 3х мерной структуры (3D).  
28. Препарирование объекта в заданном участке для приготовления тонкого образца 
для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).  
29. Возможность сканирующей просвечивающей электронной микроскопии. 
30. Основные преимущества СЭМ перед другими методами микроскопии.  
31. Основные недостатки СЭМ. 
32. Возможности СЭМ для получения наноструктур. 
33. Использование СЭМ для исследования наноструктур. 
34. Использование СЭМ для исследования наноструктуры материалов. 
35. Возможности СЭМ для исследование кинетики процессов. 
36. Преимущества СЭМ ввиду большой глубины фокуса. 
37. Возможности фрактографического анализа. 
38. Получение объёмных представлений об объекте. 
39. Электронная литография. 
40. Основные производители СЭМ. 
41. Основные варианты СЭМ. 
42. Приставки к СЭМ. 
43. Расходные материалы к СЭМ. 
 
